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&\ (57) Abstract: The invention relates to an electronic high-frequency switch, comprising a field-effect transistor as switching ele- 

ment, whereby the size of the gate voltage may be switched between at least two values (- 5.5V or -8V), according to the desired 

linearity or switching speed. The switching device for the gate voltage is preferably coupled to a correction device in which different 

correction values for transmission or reflection of the high-frequency switch, corresponding to the different gate voltage values are 

^ stored. 
I/) 

<0 (57) Zusammenfassung: Bei einem elektronischen Hochfrequenz-Schalter mit einem Feldeffekttransistor als Schaltelement ist die 
Grosse der Gate-Spannung je nach der gewiinschten Linearitat oder Schaltgeschwindigkeit zwischen mindestens zwei Werten (- 
5,5V bzw. -8V) umschaltbar, vorzugsweise ist die Umschalteinrichtung fur die Gate-Spannung mit einer Korrektureinrichtung ge- 
koppelt, in welcher fur die unterschiedlichen Gate-Spannungswerte entsprechend unterschiedliche Korrekturwerte fur Transmission 
oder Reflexion des Hochfrequenz-Schalters gespeichert sind. 
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